
Lesson 1 

電源去耦合電容最佳擺放方式 

EMC種子課程 
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Outlines 

• 參考論文出處與簡介 

• 何種情況下，去耦電容的位置有影響 

• IC旁的電源去耦合電容模型 

• 寄生電感對去耦合電容的影響 

• 多層板IC旁的電源去耦合電容模型 

• 降低電源去耦合電容的方法 

• 兩層板電源去耦合電容最佳擺法 
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參考論文出處與簡介 

• http://www.ieee.org/organizations/pubs/ne

wsletters/emcs/winter06/practical_1.pdf 

– IEEE EMC Society Newsletter, Issue No. 208, 

Winter 2006, pp. 56-67. 

• 本論文內容 

–何種情況下，去耦電容的位置會有影響? 

–以時域、頻域的角度分析說明 

http://www.ieee.org/organizations/pubs/newsletters/emcs/winter06/practical_1.pdf
http://www.ieee.org/organizations/pubs/newsletters/emcs/winter06/practical_1.pdf


01- 4 

何種情況下，擺放電容的位置有影響 

• 去耦合電容作用全域有效，或是與其擺放
位置相關?  

–與電容本身無關，而是與電容所存在的環境有
關 

• 兩個評估去耦合電容作用是否與位置有關
的指標 

–若IC可得的電流與電容位置有關 

–若電源電壓與電容位置有關 
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IC旁的電源去耦合電容模型 

• 去耦合電容引入的寄生電感ESL與ESR，是影
響電容充放電效果的主要因素 
– 去耦合電容越靠近IC，效果越好 

– LTOTAL =Labove + Lbelow 
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• 電容越靠近IC，由於互感L12越小，所以總迴路
電感越小，C效果越好 

– 並不是所有情況電容擺越近一定越好。當Lbelow不是
主要電感成份時，電容擺近的改善就不大 

– Lbelow=L1+L2-2*L12 

寄生電感對去耦合電容的影響 
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多層板IC旁的電源去耦合電容 

• 多層板時，如果(P,G)不是配置在中間層位置，那去耦合
電容擺放上層或下層就會大大影響電容的效果，因為擺錯
層會導致Labove增加(因迴路面積增加)，此時Labove的影響
會比Lbelow大 
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降低電源去耦合電容的方法 

• via間的互感增加(loop area小)，使Lbelow

降低 
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降低電源去耦合電容的方法 
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兩層板電源去耦合電容最佳擺法 
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總結 

• 寄生電感影響電源去耦合電容的效果 

• 把去耦合電容靠近IC以降低Lbelow 

• 多層板時，器件盡量連接到最近的(P,G)，
以使去耦合電容能得到最小的Labove 

• 高頻電路用的電源，特別需要注意 


